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抗の低減のために，セルフアライン構造を採用し，試作した RHET において，最大遮断周波数して121 GHz を得たこ
とを述べている。また，低温で高周波特性の評価が可能な低温ウエハープローパの開発について述べている。


















性を有効に発揮できる回路の開発は必須で、ある。本研究は， RHET の特性の改善の為に， RHET の特性の測定評価，
特に高周波特性の測定評価を行い，それらを超高速 RHET および回路の設計に応用した成果をまとめたものである。
また， RHET に適した回路形式の提案，試作を行い，さらには，新しい構造のマルチエミッタ RHET の提案とそれに
適した回路形式の提案，試作を行い， RHET を用いることで素子数の低減がはかれることを示したもので，その主な
成果は以下の通りである。




(2) これらの構造の採用に加え，寄生容量，抵抗の低減のために，セルフアライン構造を採用して試作した RHET に





(5) さらに，ベース電極を持たないかわりに複数のエミッタ電極を持つ構造のマルチエミッタ RHET の提案を行い，
プロセスの簡略化が可能であること，素子設計の自由度が上がることを示している。また，マルチエミッタ RHET
の持つ複数のエミッタに与えた入力電圧の比較機能を利用した論理回路の提案，試作を行い，論理回路において l





改善をはかった。また， RHET に適した回路形式の提案，試作を行い，さらには，新しい構造のマルチエミッタ RHET
の提案とそれに適した回路形式の提案，試作を行い，論理回路，記憶回路ともに素子数の低減がはかれ， LSI における
配線問題を解決できる可能性を示し， LSI 発展の一つの方向性を示したことから，電子工学に寄与するところが大き
い。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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